
s Tabellenanhang npn-Transistoren: +Uopg; +Jomaxt —p 
Transistoren der Firma TESLA (CSSR) pnp-Transistoren: —Uopg: —Iomaxt ELE 

S 8 5 z Bn Anschluß- z | Yı | Mar | wwr P 0 ] ]arn | .9 Verwendung * |ABSME 
v mA MW [a] mA [A] MHz grd/m W O ® 

Germanlum-npn-Transistoren 

101NU70 10 8 30 [>0,84] 1 [0,2] 0,5 - } 
102.N0 70 20 5 50 m.nl bls 1 [0.5) 05 - 

0,05 
7 1 103ND70 20 5 50 [> 0.05] ı 10,5] 0,5 _ P Votalen 
104 N0 70 20 5 50 {>0,95] 1 [0,5] 05 — : 
105NU 70 82 10 125 20/40 (0,5) [0.6] 0,4 75 z 
106 NU70 82 10 185 30/75 (8) [0,8] |. 04 75 } 
107NT 70 82 10 126 85/130 (8) {1) 04 75 : 
101NU 71 30 250 125 45/120 10. 0,7 0,4 75 
12NU71 | 30 250 125 85/220 10 0,7 04 75 Kleine 1 
103NU71 48 250 185 45/200 10 0,7 0,4 756 NF-Endstufen i 1046N071 20 250 125 45/120 10 0,7 04 7 - 
152NU70 10 50 20/100 (0,5) [2,5] 1 75 
u.:£u’:fa 10 5 50 10/40 (0:5) [ 1 75 Misch-, ll 
154N070 10 5 50 20/100 (0,5) [2,5] 1 75 Oszillator- z 
155N070 15 5 83 25/125 1 45 06 75 und ZF-Stufen z 
156 ND 70 15 5 83 45/225 1 9 06 75 ; ı : 
GO820K ”gr [1] 800 60/175 800 1 En 90 ür 
GO821K 25 0 800 100/500 300 1 — 90 kom]lfintl.lt : 
G0822K 25 {1] 800 >2 300 1 - 90 mm } 
&D607 32 [1] 4] 50/250 300 1 — 90 
GD608 25 ] [4] 100/500- 300 1 — ‚90 1amplen::utlm : 
GD609 20 {} [4] 50/500 300 1 _ 90 Endstufi 
G8501 20 400 150 95/180 15 1 - ;: ; : 
I0 Da 18 8 Schalttransistor M 05504 20 15 1 % 

Germanium-pnp-Transistoren 

0070 32 10 125 20/40 (0,5) [0,8] 0,4 75 7 1 071 32 10 125 ' | 30/76 @ [0.4] 04 76 } NF-Vorstufen 1 0072 82 50 125 45/120 (10) [0,8] 04 75 Kl, Endstufen 1 0075 82 10 125 65/180 @ 10,7] 0,4 7% { 1 0078 82 125 125 45/830 (10) (0,3] 0,4 75 } Schalttranasistor 1 0077 50 125 125 >4 (10) [0,8] 0,4 %5 . 1 40500 2u 300 550 >5 50 . 0,22 75 1 @0501 24 800 550 >10 50 - 0,22 75 NF-Endstufen $ 60602 82 550 >10 50 - 0,22 76 1 00508 r 5 10 2045 0,25 0,2 1,3 65 8 G0504 7 5 10 30/65 0,25 02 16 55 Miniatur- ® 90505 7 5 10 50/120 0,25 02 1,8 55 transistor 3 G0506 C 5 10 30/56 0,25 02 1,38 55 3 00607 3 126 125 45/120 10 08 0,4 75 x 00508 82 125 125 65/220 10 0,8 0,4 176 kl. Endstufen 1 00509 60 125 125 >45 10 0,8 0,4 76 1 60510 32 {1] 800 60/175 200 1 e 90 für 1 00511 25 {1] 800 100/500 |. 300 1 — 90 komplementäre 1 G0512 25 fl 800 >5 300 i _ 90 Endstufen 1 60515 E3 125 125 20/40 1 03 _ 75 1 00816 32 125 125 30760 1 0,3 - 75 1 G0817 82 125 125 50/100 1 0,3 — 75 NF-Vorstufen 1 GO518 32 1265 125 75/160 1 0,3 — 75 1 Q0519 82 185 125 125/260- 1 0,3 _ % 1 00320 32 [1,4] [4] 17/110 10 0,15 [7,5] 75 4 2NU72 24 {1,5) [4] >10 [1,5] 01 17,5] 75 4 3NUT2 32 [1,5) [4] >10 {1,5] 01 [7,5] 75 4 4NU72 48 [1,5) [4] >10 [1,5] 01 {7,5) 75 A 4 5NU 0 [15] {4] >10 IL51 0,1 [7,5] 75 ar 4 0026 32 [8,5] 112,5) | 20/75 100 0,15 [1,2] 90 4 0027 82 {3,5] [12,5] | 60/180 100 0,15 [1,2] 90 4 



ä Transistortabelle (Fortsetzung) 

Ic P, bei Fr OR S 
typ | Yoa | Ar | ım B | 209 | yı | terarwi| 9 Verwendung ‘ ABn 

Y mA mW {al | ma(A) | aMliz |gramw| *c 
#NE73 4 {8,5] (12,5] |. >10 31 015 [18} 90 4 
JN s [8,5] 112,5] | > 10 [3] 0,15 [L8] 90 4 
4073 48 [8,5] (12,5] | > 10 [3] 0,15 [18] 90 I 4 
5NU7 60 [3,5] 12,5] | >10 ( 0,15 [18) 90 4 
6NU73 70 {3,5] (12,5) | ->10 [3] 0,15 118] %o 4 
TNU73 20 (2,51 112,5] | >10 31 0,15. [18] 90 4 
2XU74 50 [15) 150] 20/60 [10] 0,15 {12] 100 4 4 
JNU7# 50 {15] 150].. | 507180 101 0,15 IL 100 Teistungs- 4 
4XNU7$ 60 151 150] [10) 0,15 {1.2] 100 transistor 4 
SNU7# 60 015 [50]. - | 50/130 [10) 0,15 [12] 100 4 
8ND74 90 16] [50] | 20760 [10] 0,15 {L2) 100 4 
78074 90 151 [50]. | 50/180 [10} 0,15 [12] 100 4 
4D601 3 (3l 1301 >15 500 - _ - 4 
GD60? D [3] [30] >15 500 - _ — ] 4 
GDE0R 80 (3 [30] >16 500 _ - - 4 
GD604 100 [3 {30] >15 500 e e * 4 
GDe17 3 m . ] 60/175 300 S E 90 für 4 
GD618 25 } 14 100/500 300 1 > 90 komplementäre 4 
6D610 25 ] (4] >25 300 0,6 - 0 Endstufen 4 
00109 20 10 50 | 20/800 1 50 0,8 75 ZF-Stufen 5 
00170 20 10 50 20/800 X 50 0,6 75 Mischstufen 5 
GF601 Cn 100 300° | >10 10 100 0.25 100 6 
GF002 E 100 300 >10 10 100 0,25 100 6 
GFE03 M 100 800 >10 10 100 0,25 100 6 
GRE04 28 100 800 >10 10 100 0,25 100 6 
GF 605 2i 10 60 >2 1 100 0,75 90 für 7 
GF 506 24 10 60 +| >10 1 100 0,75 90 |* HEF-Verstärker 7 
GF507 20 10 C >0 1 100 _ 90 7 
GPö1 2 10 60 - — 90, - 75 8 
GF515 32 10 60 e m 80 z 75 8 
_ A : M a 3 88 

Sillzium-npn-Transistoren 
KO7A 45 100 } 
KOH7B 45 100 kn RR 8 150 — 175 ® 
KC108A 20 100 300 125/260 2 - 175 n 
KCJ08B 20 100 300 240/500 $ 150 - 175 MN 
KO 1080 20 100 300 } 450/900 > 150 - 175 NF-Verstärker S 
KO1098 20 100 | 300 | 2407500 z 0 ® 175 ] 
KC 1090 20 100 300 450/000 2 150 _ 175 7 
KFa03 G 3# ® 175 S ® 30 700 >40 10 KF604 160 30 700 40 10 a n 155 6 
KF505 7 500 800 | 80100 8 > - 165 & 
KF507 40 500 800 00 80 - 125 für z 

‚KF508 75 500 300 50/200 : 3 e 125 HF-Verstärker 8 

aP0 60 121 H0] | >20 02 TE M « KU602 120 ] 10} 520 o:g d [5] 155 4 
KU605 200 [10] [50] 50 [ i; [5] 155 6 4 

EU0or b (8] [(50] | >5 {} 12 E,'ä 1 tranalstor ‘ * [10] [70] >10 [8] 18 {1.5) 156 : 

Transistoren für komplementäre Endstufen 

npn/pnp — 1,4W. — npn/pnp — 10 W 

0052060 510 GD607/6D617 1 3 g 
G0621/60511 GD608/6.D818 C E 
GE522/60512 6.D609/GD619 G E 8 £ ( 
npn/pnp — 3,5 W. £ D 2 - $ G0520K]GC510K ' 5 E w OC82LK/GOS11K 8R BA 

E 60522K]60512K {A o £ . 


